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NOTA: RESPONDER EN LOS HUECOS DEJADOS PARA

. TAL FIN, CON BOLIGRAFO AZUL O NEGRO. NO SE CORREGIRA
NADA ESCRITO FUERA. EN LA CORRECCION SE TENDR

A EN CUENTA TANTO EL DESARROLLO COMO EL RESULTADO.
Problema 1

En el circuito de la figura 1.1 se utiliza un componente X del
(figura 1.2). El resistor variable R, tiene un valor nominal de | kQ vyl
R; posee un valor de 100Q).

3%

(25 puntos)

que conocemos su caracteristica -V
ey de variacién lineal. El resistor fijo

I—»/\ T I, (mA)

Limite
L= ’ ruptura
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Figura 1.1
Lilnlte/v ........... 220
ruptura
Figura 1.2
W) SUES10Vy :=25%, halle el punto de polarizacién del componente X. (7 ptos)
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b) SIE=-10V y a=60%, halle el punto de polarizacion del componente X. (8 ptos)
' SO w — o )
X= G — K= f. (- Qe)= o4z

b €5 Aoy —= Y Acddeie saaore T — u\:.: -7/

N
7~ P =
- E-V__k 9 ~Joat W

T € %@}Am

Q U =2V w>(maé\mvxm & Lo, / (
| Za= —domh Japiees

c) Para este apartado considere los siguientes limites maximos: la intensidad nominal de R, es Iy;=0,01A;
la potencia nominal de R, es Pn2=0,2W; el componente X no puede sobrepasar los limites indicados en la
figura 1.2. Determine los valores del generador E (positivos y negativos) para que ninguno de los
componentes sufra deterioro en cualquier posicién del cursor de R;. (10 ptos)
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Problema 2 (25 puntos)

Ay -

Con el circuito de la figura 2.1 se pretende que la tensidn Vs esté acotada entre dos valores, uno positivo y
otro negativo. Conocidos los datos de log d1odos, responda a las cuestiones:

i =]

= . I' %\‘L T D; y Ds: D,y Dy:
y
1

D& | Vy=0Vv Vy=0vV
+l f Is=0A Iy = 50 mA
Ve (mf> D Vs I = 50 mA V,=35V
D, : Ve =50V Lk =0A
i IZM = 60 mA
Figura 2.1
a) Si Ve es como la mostrada en la grafica de la figura 2.2, represente Vs en la misma figura, justificando
los valores. (10 ptos)
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b) Considerando la Ve del apartado “a”, determine los valores validos de R para que no se deteriore ningtin
diodo. (Nota: téngase en cuenta la simetria del circuito) (5 ptos)

7%6}«*’ Clrys O//U‘-"\*‘\DA\%, = C""c\f"‘d\‘j (—/C/LCJQ C&ﬂ“i@j AN A, (Vg;& ’Lﬁh )

o - L/: {'“,. V"“"" R J—
Tissiva ™ 2D iin(Tyy | T )

Y=/ => R B/_f’-’-% =r> \12> 02 Kﬁj
e

(é' ¢ qffr‘«%{x\fj c{e 'é 517{1@ A, s Adgaitios )

¢) Si sustituimos el generador Ve por un generador de tension continua de valor 10V, halle la potencia que
estan disipando todos los diodos v la resistencia. (Dato: R=220 Q) (5 ptos)

St Ve Tdou— D s on 4 TS, - Rover To=T, = @«i:ﬂ,qgma
; [eKe
gDy ore

'QTZ’ZQM(L ' . B
. %:“}'@%:J’%DO:OW
=5.2 33 = M3 64 mW/

?
%
/7{/7 oz ’%‘: 0‘ ;,DO; 4]

pp\ - 22¢. (QQ)JZ%:/{O‘SJZ-\ O/ ,{/)3 U(/ ‘DL’

d) Los diodos utilizados en el circuito de la figura 2.1 son diodos de unién. Rodee con un circulo la
informacion correcta relativa a semiconductores y union PN en las siguientes frases. (5 ptos)

/—.‘-\n\
d.1)La zona P estd dopada con impurezas (donadorgs~(aceptoras
d.2)El catodo del diodo se corresponde con la zona(N) P ) de Ta union. .

d.3)Cuando una unién PN se polariza en inverso la zona de la union se (@nsanchd / estrecha).

d.4)La conductividad & de un semiconductor dopado (aumenta / lisminuye) con la temperatura.
d.5)La corriente de arrastre es debida a (4n campo eléctriéo™ un gradiente de concentracion) en el

semiconductor.
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Problema 3 Fr {

~ 25 puntos)
: 28
Dado de la figura 3.1 se pide; ﬁ &
Datos: Vee=20V J: |
- o

Ry = k02 ¢ A

R.= 1000

Transistor T: . ’f KS?— : ﬁ \’/L’(‘I

Ve, =0,6V — ‘\

=50 <z Vs

Vepsa=0,2V

figura 3.1

a) Qué margen de valores de Ve hacen que el transistor trabaje en Activa,
> Co A Atk e eom devcion wy corle Jp=de =7 Voo
s Vpe p \/M}, Tt o condareciein = e > Ve y = 0, &
e En 1A /('iuw\ﬁﬁ oudre ’ }J\Vé\ »a Sc}»{‘t‘/ﬁf‘cﬂ; , Véé?: %f"f ; V/e .. l// "y

eﬁj@.,
- ec. welle eptichvr o\ (i ToRe Tcm(g"z,:\
i St & . :j - \iec - \ffc%j(_ - T
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1/ Vle*- (//6’{:1‘ = IE R& = __?% *RE <&
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( o Re So Awe )
S Ve =Veye T b e T eu S Caudicin D ACtivR

8 Ve S Vepon To L fugs b auiet. | gevg Ve < q se»\/j
b) Se sabe que el transistor disipa la maxima potencia cuando funciona en activa, y que la maxima potencia

que puede disipar el transistor es de P,=0,5W hasta la temperatura ambiente T, = 25°C. Si la Ve=3,6V7,
calcule el margen de valores de la resistencia de colector Re para que el transistor no se queme, (5 ptos)

Franetor ou ﬁcfﬂ\m\ CVees Uiy ge ol di Boge
o3 \ . .
C G i Ve B \/BCJ = Ig @'ﬂ\ —IE"L

R AR
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¢) Datos térmicos del transistor: Ry, e=75°C/W, Ry =250 °C/W, Tax=150°C. Ca

Jmae lcule
c.l StlaVe=36VyRc=1120 calcule la potencia que esta d191pando el

Tl Lo Chead - o
OV A ]5o, = U N
"IE ‘\[e \fﬂsu}(’ Mv’[ MA i \’CL‘,' 1({« glc_\/ 15&&/\@ qgé U\f .

PEIE————————— |

transistor (T en activa). (5 ptos)

R (k2

Y- (g Ig= 50 2250w A

\f(—ji. = \,f e wic_* (z e QOVI’ )SGN&'{/{ZQ = 3/2‘/

¢.2 81 la potencia que esté disipando el transistor es de Pp=0,5W, calcule si el
temperatura ambiente 7, = 50°C.

+.
. J i L‘ |
Jr\) T+ B .‘?w\)q = B+ 05w 250 U 2
D Ry = 250°/ T s > T A5t

= . M X Proms S"L:/v AR fi%ﬁ*“*"%\ °

Te = 50

C& \ ‘{é{ ATD

transistor se quemaria a la

(5 ptos)

¢.3 Si la potencia que estd disipando el transistor es de Pp=0,5W, calcul

térmica del disipador (R,.4,) que hay que colocar en el transistor para que no se queme, a una
temperatura ambiente 7, = 50°C. Nota: suponer Rypoy = 0°CW. (5 ptos)

e el valor de la resistencia
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Probiema 4
Dado el circuito de la figura 4.1, se pide:

B

i
H

PR

figura 4.1

a) Indique justificadamente, en el circuito de la figura 4.1, cudles son los terminal

del transistor T,.

\thgg

(25 puntos)

Datos:
E=12V

Transistor T,:
In=5mA
Vp:~4 V

Transistor Ty:
K,;=2mA/V*
1/7‘24 V

es del drenador v surtidor
(5 ptos)

E=fev > caew@m,\ PO T % , Lo corrianle o ’fi, ( Prewsiten

JREF Cawd N)  edvende. il Drernvelon

b) Calcule el margen de valores de R, que hacen que el transistor T, trabaje en Ohmica.

ol Sordsdev

(10 ptos)
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C) Se sabe que el transistor T, trabaja en saturacién y que R,=/k202 Calcule el margen de valores de &,
para que el transistor 75 trabaje en saturacion. (10 ptos)

T, = Tygy = St

o,
\é«ff, = \jDS -
Sk, ’

2 . ‘ z‘v -
(Vs ) = Fbge (cu-av) = Tuh
de gcﬁ{\vﬁf‘m’bw:
de feulor G - \/Dgz - sz' Ry \/DS’Z (- Ly, Qz.

e T Q. . »
s Toaw St \iD’S, = \fqu = (-& L, :/!ZKJ”“"Z'S*"‘ b

\ eV = Vs,
K —-‘»2 s

\IDZ Kk

GNLCM o 0w \/Nz > \jc;sz n\{‘(’ ? \!Z)‘Scil

eC. WA O\,Q‘;ﬁ,,h

M&:xm&b} D eond. Qe g‘“é E- I‘bz'gl
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Fp, Ewa fy B

> '\/'cgsl - \f-'r

da

Ip
AID A
........................................ o o
OChm g v Conduccién
GS1
,,,,,,,,,, V Corte.
T 1vDs
Vpea™Vesi-Vp VDsal:VGS!‘vP
Curvas I-V de JFET canal N Curvas I-V de JFET canal P
Alp ATID A-lp A-Ip
Sat Sat
.. Ohm 16 Ohm
Conducciéon Ves: Conduccion Ves)
Corte 5 - Corte >~ |oote | = Corte
Vi Vst VG: VD: ' Vs Vz VGS' Vou=Vasi-Vr -VD:'
Curvas I-V de NMOS de Acumulacién Curvas I-V de PMOS de Acumulacién
Ecuaciones transistores MOSFET JFET ]
Ecuacion de Corte: Ip=0 Ip=0
Ecuacién de Saturacion: | Ip = k (Ves-V7)? Ip=k (Vgs-Vp)°
Ecuacion de Ohmica: Ros=1/( k (Ves-V1)) | Ros=1/( k {Vss-Vp))
Nota: Vossa=Ves-Vr | Nota: k=lpss/Ve' Vipsa=Ves-Ve
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